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เพาเวอรไดโอดเพาเวอรไดโอด ( (Power Diode)Power Diode)
ประกอบดวยสารกึ่งตวันําประกอบดวยสารกึ่งตวันํา  22  ชนิดชนิด

1. สารกึ่งตวันําชนิด พี (P-Type)
2. สารกึ่งตวันําชนิด เอ็น (N-Type)

สญัลกัษณสญัลกัษณ



โครงสรางและการไบอสัโครงสรางและการไบอสั



การไบอสัการไบอสั

Forward bias Reverse bias



รูปรางของเพาเวอรไดโอดรูปรางของเพาเวอรไดโอด
Stud Type หรือ 
Stud-Mounted
Disk Press-Pad หรือ 
Hocky-Puck

Stud Disk



ชนิดและคุณลกัษณะชนิดและคุณลกัษณะ
Power Diode Power Diode แบงออกไดเปนแบงออกไดเปน  33  ชนิดชนิด
ไดโอดมาตรฐานไดโอดมาตรฐาน ( (Standard or General Standard or General 
purpose diode)purpose diode)
ไดโอดที่มีชวงกลับคืนตัวเร็วไดโอดที่มีชวงกลับคืนตัวเร็ว ( (Fast recovery  Fast recovery  
diode)diode)
ชอตตกีชอตตกีไดโอดไดโอด ( (SchottkySchottky diode)diode)



1.1.  ไดโอดมาตรฐานไดโอดมาตรฐาน



2.2.  ไดโอดที่มีชวงกลบัคืนตัวเรว็ไดโอดที่มีชวงกลบัคืนตัวเรว็



3.3.  ชอตตกีชอตตกีไดโอดไดโอด



หลักการทํางานหลักการทํางาน
รอยตอ P-N (P-N Junction)

แสดงดีพลีตชั่นรีเจี่ยน ที่รอยตอ พี-เอ็น

อิเล็กตรอนและโฮล
เคลื่อนที่ผานรอยตอเขา
หากันเกิดเปนชวงรอยตอ
เรียกวา ดีพลีตชั่นรีเจี่ยน



หลักการทํางานหลักการทํางาน

การไหลของกระแสเมื่อใหไบอัสแบบฟอรเวิรด

เมื่อใหไบอัสแบบฟอรเวิรด
ดีพลีตชั่น รีเจี่ยน มี

ขนาดเล็กลง ทําให
อิเล็กตรอนสามารถ
เคลื่อนที่ขามรอยตอได



หลักการทํางานหลักการทํางาน

การไหลของกระแสเมื่อใหไบอัสแบบรีเวิรด

เมื่อใหไบอัสแบบรีเวิรด
ดีพลีตชั่น รีเจี่ยน มี

ขนาดกวางขึ้น ทําให
อิเล็กตรอนไมสามารถ
เคลื่อนที่ขามรอยตอได





กราฟลักษณะสมบัติกราฟลักษณะสมบัติ

U(TO)
เทรสโฮลดโวลเตจ
0.6-1.2 V (Silicon diode)

แรงดันพังทลาย
(Breakdown voltage)



คาพิกัดของเพาเวอรไดโอดคาพิกัดของเพาเวอรไดโอด
VRRM (Maximum permissible repetitive peak reverse voltage)

- เปนคาแรงดนัรีเวิรสชั่วขณะสูงสุดของรูปคลืน่ที่เกดิขึ้นซ้ํา ๆ ที่ 
ผูผลติรับรองวาไดโอดยังคงสามารถกั้นกระแสได
- การออกแบบใชคา Safety factor 1.5-2.5

VRSM (Maximum permissible non-repetitive peak reverse 
voltage)
- เปนคาสูงสุดของแรงดนัไบอัสแบบรีเวิรสรูปคลืน่ทรานเซยีนต

เดี่ยวที่ไดโอดยังสามารถทนไดโดยไมเสียหาย



คาพิกัดของเพาเวอรไดโอดคาพิกัดของเพาเวอรไดโอด

คาพิกัดแรงดนัไฟฟาของเพาเวอรไดโอด



IFRMS (Maximum RMS forward current)
- คากระแส RMS สูงสุดของกระแสฟอรเวิรดทีย่อมใหใชโดยไดโอดไม
เสียหาย

IFAVM (Maximum average forward current)
- คากระแสเฉลี่ยสูงสุดของกระแสฟอรเวิรดทีย่อมใหใชได ณ Case 
temperature ที่กําหนด โดยไดโอดไมเสียหาย

IPSM (Maximum rate surge forward)
- คากระแสเสิรจสูงสุดของกระแสฟอรเวิรดครึ่งไซเกิล 1 ลูก ที่ยอมใหใชได 
ณ อุณหภูมิรอยตอที่กําหนด โดยไดโอดไมเสียหาย
IRSM (Maximum permissible repetitive peak forward current)

- คากระแสสูงสุดของกระแสฟอรเวิรดรูปคลื่นไซนครึ่ง 
ไซเกิลที่เกิดซ้ํา ๆ กันโดยไดโอดไมเสียหาย

คาพิกัดของเพาเวอรไดโอดคาพิกัดของเพาเวอรไดโอด



คาพิกัดของเพาเวอรไดโอดคาพิกัดของเพาเวอรไดโอด

IPSMIRSM

คาพิกัดกระแสไฟฟาของเพาเวอรไดโอด



คาพิกัดของเพาเวอรไดโอดคาพิกัดของเพาเวอรไดโอด
trr (Reverse recovery time)

- การนําไดโอดไปใชเปนสวิตชนั้น ความเร็วจะถูกจํากัดดวย Reverse 
recovery time



การตอเพาเวอรไดโอดการตอเพาเวอรไดโอด
การตอแบบอนุกรมการตอแบบอนุกรม

- นําไปใชกับแรงดันไฟฟาสูง ๆ    - แรงดันตกครอมไดโอดควรใหเทากัน
- ตองตอตัวเก็บประจุครอมไดโอด โดยใหคาตัวเก็บประจุที่ตอครอมมคีา
มากกวา Stray capacitance (คาความจุในไดโอด) มาก ๆ



การตอเพาเวอรไดโอดการตอเพาเวอรไดโอด
การตอแบบขนานการตอแบบขนาน

- รับกระแสไดสูงขึ้น  - ตองแบงกระแสใหเทากัน   - VRRM ควรเทากัน 
- การแบงกระแสใหเทากันทําไดโดยการตออินดักแตนซขนาดเทากัน
อนุกรมกับไดโอดแตละตัว



การตรวจสอบเพาเวอรไดโอดการตรวจสอบเพาเวอรไดโอด
ความตานทานดานความตานทานดานฟอรฟอรเวิรดเวิรด

ในสภาพการใชงานดี เพาเวอรไดโอดจะมีคาความตานทานดานฟอรเวิรด
ระหวาง 1-200 โอหม (ความตานทานต่ํา)

หมายเหต ุมัลติมิเตอรที่นักศึกษาใชขั้วบวกจะใหเอาตพุตลบ (–) ขั้วลบ
จะใหเอาตพุตบวก (+)

A

K



การตรวจสอบเพาเวอรไดโอดการตรวจสอบเพาเวอรไดโอด
ความตานทานดานรีเวิรดความตานทานดานรีเวิรด

ในสภาพการใชงานดี เพาเวอรไดโอดจะมีคาความตานทานดานรีเวิรด 
ระหวาง 0.5-300 เมกะโอหม (ความตานทานสูง)

หมายเหต ุมัลติมิเตอรที่นักศึกษาใชขั้วบวกจะใหเอาตพุตลบ (–) ขั้วลบ
จะใหเอาตพุตบวก (+)

A

K



การตรวจสอบเพาเวอรไดโอดการตรวจสอบเพาเวอรไดโอด
ลองทดสอบลองทดสอบ

A

KA

K

ครั้งที่ 1 Forward ครั้งที่ 2 Reverse 

วัดครั้งที่ 1 ความตานทานต่ํา
วัดครั้งที่ 2 ความตานทานสูง ไดโอด ?



การตรวจสอบเพาเวอรไดโอดการตรวจสอบเพาเวอรไดโอด
ลองทดสอบลองทดสอบ

A

KA

K

ครั้งที่ 1 Forward ครั้งที่ 2 Reverse 

วัดครั้งที่ 1 ความตานทานต่ํา
วัดครั้งที่ 2 ความตานทานสูง ไดโอด ?  ดี



การตรวจสอบเพาเวอรไดโอดการตรวจสอบเพาเวอรไดโอด
ลองทดสอบลองทดสอบ

A

KA

K

ครั้งที่ 1 Forward ครั้งที่ 2 Reverse 

วัดครั้งที่ 1 ความตานทานต่ํา
วัดครั้งที่ 2 ความตานทานต่ํา ไดโอด ?



การตรวจสอบเพาเวอรไดโอดการตรวจสอบเพาเวอรไดโอด
ลองทดสอบลองทดสอบ

A

KA

K

ครั้งที่ 1 Forward ครั้งที่ 2 Reverse 

วัดครั้งที่ 1 ความตานทานต่ํา
วัดครั้งที่ 2 ความตานทานต่ํา ไดโอด ?  เสีย (ลัดวงจร)



การตรวจสอบเพาเวอรไดโอดการตรวจสอบเพาเวอรไดโอด
ลองทดสอบลองทดสอบ

A

KA

K

ครั้งที่ 1 Forward ครั้งที่ 2 Reverse 

วัดครั้งที่ 1 ความตานทานสูง
วัดครั้งที่ 2 ความตานทานสูง ไดโอด ?



การตรวจสอบเพาเวอรไดโอดการตรวจสอบเพาเวอรไดโอด
ลองทดสอบลองทดสอบ

A

KA

K

ครั้งที่ 1 Forward ครั้งที่ 2 Reverse 

วัดครั้งที่ 1 ความตานทานสูง
วัดครั้งที่ 2 ความตานทานสูง ไดโอด ?  เสีย (ขาด)



อางอิง
ทฤษฎีเพาเวอรอิเล็กทรอนิกส
ชาญวิทย หาญรินทร
http://www.elecnet.chandra.ac.th/
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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